



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































付着係数 物質依存性大 1 1
アニール 不要 必要 不要
質量単色性 低い 高い 高い
（蒸気圧の差のみ）
高融点蒸発源 困難 可能 可能
分子状蒸発源 汚染大 問題なし 問題なし
汚染 全表面 局所 局所的
高濃度ドープ 困難 可能 容易
合金・混晶化 可能 困難 容易
材料源の基板に 大きい なし なし
対する熱効果






























































































































































































































































⑤ ●　■■ ? ?
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